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１．概要（Summary） 

ハーフインチ基板での Fan-out 型 Wafer Levl 

Package の試作開発とベースラインプロセスの確立を共

同研究開発センターの施設を利用して進めている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 プラズマ CVD 

 酸化炉 

 スピンコータ、両面マスクアライナ 

 マニュアルプローバ、デバイスアナライザー 

 

【実験方法】 

 再構成基板作製のためのアライメント基板作製 

 プラズマアッシングによる残渣除去 

 再配線形成後導通テスト 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig.1 Fan-in Wafer Level Package Cross-section 

 

再構成基板作製時のチップマウントアライメント用基板

の作製、再配線工程のアッシング工程、電気特性評価に

設備を利用。 

 

Fig.2 FOWLP(Fan-out Wafer Level Package) 

弊社で試作したアナログチップを搭載した FOWLP。 

ダイシング前のウエハレベルパッケージの状態 
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